
英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 

戦略的原子力共同研究プログラム 

事後評価総合所見 

研究課題名：原子力エレクトロニクス技術を活用した耐放射線半導体イメージセンサの開発 
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項 目 要  約 

１．研究の概要 福島第一原発など、高放射線環境下においても安定して動作する半導体

イメージセンサの実現を目指し、耐放射線性の極めて高い半導体である炭

化ケイ素（SiC）を活用した耐放射線半導体イメージセンサを実現するため

の各種要素技術を開発するとともに、プロトタイプを試作し、累積線量２

MGy以上の耐放射線性を達成することを目的とし、以下の研究開発を行う。 

１）ハイブリッド型CMOSイメージセンサの技術開発 

２）ハイブリッド型CMOSイメージセンサの集積化技術開発 

３）イメージセンサの耐放射線性の評価と劣化機構の解明 

２．総合評価 
Ａ

・耐放射線性のある半導体イメージセンサは広く開発されつつあるが、こ

こではSiCを用いて耐放射線性のある半導体イメージセンサを開発した

ことは評価できる。

・他の素子と比較をして、ここで開発した半導体イメージセンサの優位な

点等を示せるようにして欲しい。

・開発されたイメージセンサは、宇宙産業など他の科学技術分野への波及

効果にも期待ができる。

Ｓ）特筆すべき優れた成果があげられている 

Ａ）優れた成果があげられている 

Ｂ）相応の成果があげられている 

Ｃ）部分的な成果に留まっている 

Ｄ）成果がほとんどあげられていない 


